DATEN VORLAUFIGER MUSTER BSD 10

BSD 12

Symmetrische SILIZIUM - N-KANAL - MOS — FELDEFFEKT - TRANSISTOREN
(Verarmungstypen) mit Schutzdioden,
fiir schnelle Schalteranwendungen und Chopper

Mechanische Daten: G |

Gehéuse: Metall,
JEDEC TO0-72

Das Substrat B ist mit
dem Gehduse leitend
verbunden.

MaBangaben in mm.

# 048
max
— {
§3max 12.71
VX 7200364
Eurzdaten: BSD 10  BSD 12
Drain-Source-Spannung tUDS = max. 10 20 V
Gate-Source-Spannung 4UGS = max. 15 15 Vv
-UGS = max. 30 40 V
Drainstrom ID = max. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei o & 25% P, . = max. 275 oW
Kanaltemperatur ex = max. 125 o
DurchlaBwiderstand
bei UGS =10V, ID =1mA TDS ein 15 Q
Gate-Source-Abschniirspannung <
bei UDs =10V, Is = 10 pA -Up = 2,0 v

.835 | VAM



BSD 10
BSD 12

Absolute Grenzwertes BSD_10
Drain-Source-Spannung: UDS = max. 10
Source-Drain-Spannung s USD = max. 10
Drain-Substrat-Spannung: UDB = max. 15
Source-Substrat-Spannungs: USB = max. 15
Gate-Substrat-Spannung: +UGB = max. 15
_UGB = max. 15
Gate-Source-Spannung: +UGS = max. 15
_UGS = max. 30
Drainstroms ID = max. 50
Gesamtverlustleistung bei sU é 25°Cs Ptot = max. 275
Kanaltemperatur: eK = max. 125
Lagerungstemperatur: 65 = min. -65
es = max. 150
Wirmewiderstand:
zwischen Kanal und Umgebung: Rth v = 0,36
300 v 30811
P'O' max
(mW)
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bei 8, = 25°C
Drain-Source-Durchbruchspannung
bei Upg = Upe = =5V, I = 10 nA:

Source-Drain-Durchbruchspannung
bei UGD= UBD =-5V, ID = 10 nA:

Drain-Substrat-Durchbruchspannung

bei UGB =0, ID = 10 nA, Is = 02

Source-Substrat-Durchbrachspannung
bei UGB = 0, IS = 10 nA, ID = 0:

Drain-Source-Reststrom

bei UDS =20V, UGS = UBS ==-5V:

Source-Drain-Reststrom
bei USD =20V, UGD = UBD
Gate-Substrat-Reststrom
bei :UGB =15V, UDB = USB
Gate-Source-Abschniirspannung
bei UDs =10V, USB = 0, Is =
DurchlaBwiderstand
bei ID =1 ma, USB
bei ID = 1 mA, USB

Kennwerte:

=-5V:

= 02

=0, U = 5V

GS
=0, U,. =10 V:

GS
Vorwértssteilheit
bei UDS =10V, U

SB D
und f = 1 kHz:

Kapazitéten
bei Ubs =10 V, UGS =
und £ = 1 MHz:

Eingangskapazitéts

UBS =-10V

Ausgangskapazitét:
Riickwirkungskapazitdt:

Schaltzeiten

bei UDD
Einschaltzeit:

Ausschaltzeit:

10 pA:

=0, I_=20m

=10 V, UI =5V, RL = 630+ 50 Q:

2
U(Br) ps v =

2
U(BR) SDV ©

U(er) DB 0

U(pr) sB o

DS ein
r .
DS ein

€214

clls
Coos
Cios

ein

aus

[[\V4

v

A

n

BSD 10
BSD 12

BSD 10 BSD 12

10 20 V
10 20 V
15 25V
15 25 V
—

1 nA

1 nA

10 nA

2,0 v

15 (é 10) m$

2,3 pF

1,9 pF

0,6 pF

1 ns

5 ns
5.85

165



DATEN VORLAUFIGER MUSTER

BSD 20
BSD 22

Symme trische SILIZIUM - N-KANAL - MOS — FELDEFFEKT - TRANSISTOREN
(Verarmungstypen) mit Schutzdioden,

fiir Schnelle Schalteranwendungen und Chopper

Mechanische Daten:

Gehduse: EKunststoff,

S0T-143
Stempel:; BSD 20: M 31 3.0,
BSD 22: M 32 28
. 0,15 19+
MaBangaben in mm. -\7Q09
AN
A . T
be-0ax TG | D 1425
10»[\A 00 LB _i S 1.2 ma
max N max 2 ‘
1,1.N/ —.l | > | -—

0 0
max 30° 0880, 0485,

max ]__1 7_’1 VX 72 0323.6

Draufsicht

x

nwo

Kurzdaten:

Drain-Source-Spannung

Gate-Source-Spannung

Drainstrom
[

Kanaltemperatur

DurchlaBwiderstand

beiUGs=10V, ID=1mA

Gate-Source-Abschniirspannung

bei UDS =10V, IS = 10 pA

Gesamtverlustleistung bei 3U é 25°C

#U. = max.
= max.
= max.
I = max.
= maXe.

= max.

[N

10
15
30

BSD 20  BSD 22

20 V

15 v

40 V

50 mA
230 mW

125 °c

15 Q

2,0 v

2.85
493



BSD 20
BSD 22

Absolute Grenzwerte: BSD_20  BSD 22
Drain-Source-Spannung: UDS = max. 10 20 V
Source-Drain-Spannung: ~ USD = max. 10 20 V
Drain-Substrat-Spannung: UDB = max. 15 25 V
Source-Substrat-Spannung: USB = max. 15 26 V
Gate-Substrat-Spannung: *UGB = max. 15 25 V
-UGB = max. 15 25 V
Gate~Source-Spannung: +U'GS = max. 15 v
-UGS = max. 30 40 V
Drainstrom: ID = max. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei $o5%: 1) P, , = max. 230 mW
Kanaltemperatur: &K = max. 125 °c
Lagerungstemperatur: °S = min. -65 °¢c
35 = max. 150 °
Warmewiderstands
zwischen Kanal und Umgebung: 1) Rpuv = 0,43 K/mW

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 8 mm x 10 mm x 0,7 mm

300 X.73 01366
Pfﬂ max
{mw)

200 ‘>\\

“
.
M
100 a
N
N
N
T~
00 25 S0 75 100 9y (°C) 125

2.85
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BSD 20
BSD 22

Kennwerte: bei 8, = 25°¢C BSD_20 BSD 22

Drain-Source-Durchbruchspannung

bei UGS = UBS x -5V, Is = 10 nA: U(BR) DSV = 10 20 V
Source-Drain-Durchbruchspannung N
bei UGD = UBD ==-5V, ID = 10 nA: U(BR) spv = 10 20 V
Drain-Suhstrat—Durchbruchspannung >
bei UGB = 0, ID = 10 na, IS = 0: U(BR) DB O = 15 25 V
Source-Substrat-Durchbruchspannung >
bei UGB =0, IS = 10 na, ID = 0: U(BR) SBoO = 15 25 V
Drain-Source-Reststrom
bei UDs =20V, UGS = UBS ==5V: IDS v = 1 nA
Source~Drain-Reststrom
bel Ugp = 20 V, Ugp = Upp = =5V Isp v = ! nd
Gate-Substrat-Reststrom <
bei !UGB =15V, UDB = USB = 0: :tIGS S = 10 nA
Gate-Source-Abschniirspannung <
bei UDS =10V, USB =0, Is = 10 pA: -UP = 2,0 v
DurchlaBwiderstand <
bei Ip =1 mA, Ugp =0, Usg = 5 V3 ThS ein = 25 (z 50) Q
bei Ip =1 mA, Ugp = 0, Ugg = 10 Vs TDS ein 15 (= 30) Q
Vorwidrtssteilheit
bei U =10V, U, =0, I. = 20 mA
und £72 1 k_sz’ SB T €51, = 15 (2 10) mS
Kapazitéten
Eingangskapazitdt: C118 = 1,5 pF
Ausgangskapazitit: C22s = 1,0 pF
Rickwirkungskapazitats 012s = 0,6 pF
Schaltzeiten
bei UDD =10 V, UI =51V, RL = 630+ 50 Q:
Einschaltzeit: tein = 1 ns
Ausschaltzeit: taus = 5 ns

285
495



BSD 214
BSD 215

Symmetrische N - KANAL - MOS - FELDEFFEEKT - TRANSISTOREN
(Anreichernngstypen) fiir Schalteranwendungen und Chopper,
Nachfolgetypen tiir SD 210 und SD 211

——0D
| o B
G [} S
Mechanische Daten:
Gehduses Metall, JEDEC T0-72,
18 A 4 DIN 41 876 Schutzdioden
Das Substrat B ist mit dem nur bei BSD 215
Gehduse leitend verbunden.
MaBangaben in mm.
¢ 048
max
==:
$3max 12.73—
VAT200084
Eurzdaten: BSD 214 BSD 215
Drain - Source - Spannung iUDS = max. 20 v
Gate - Source - Spannung +UGS = max. 40 15 Vv
-UGS = max. 40 40 V
Drainstrom ID = max. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei sU g 25°% Ptot = max. 275 mW
Kanaltemperatur ox = max. 125 %
DurchlaBwiderstand
bei ID =1 mA, USB = 0, UGS =15V TDS ein 25 Q
Vorwdrtssteilheit
bei Upe = 10 V, I =20 mA, Ugp = 0 [”21s| = 15 mS
5.84
171



BSD 214
BSD 215

Absolute Grenzwerte: BSD_214 BSD 215
Drain - Source - Spannungs: UDS = max. 20 v
Source - Drain - Spannung: USD = max. 20 v
Drain - Substrat - Spannung: UDB = max. 25 v
Source - Substrat - Spannung: USB = max. 25 \'i
Gate - Substrat - Spannung: tUGB = max. 40 15 V
Gate - Source - Spannung: +Ugg = max. 40 15 V
_UGS = max. 40 40 V
Gate - Drain - Spannung: +UGD = max. 40 15 V
-UGD = max. 40 40 V
Drainstrom: ID = max. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei °U é 25°C: Ptot = max. 275 nW
Kanaltemperatur: sK = maX. 125 o
Lagerungstemperatur: %S = min. -65 o
&S = max. 175 %
Wiarmewiderstand:
zwischen Kanal und Umgebung: Ry oo s 360 K/W
300 VX 301311
Ptot max
(mW)
-
200) N
N
N
1 N
\\
0 25 50 75 100 3,1°C) 125
5.84
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BSD 214
BSD 215

Kennwerte: bei OU = 25% BSD_214 BSD 215

Drain-Source-Durchbruchspannung
bei UGS = UBS =3V, IS = 10 nAs U(BR) DS V

Source-Drain-Durchbruchspannung

bei UGD = UBD = -5V, ID = 10 nAs

Drain-Substrat-Durchbruchspannung
bei UGB =0, ID = 10 nA, IS = 03

20 \4

v

[ A4

U(er) sp v 20 v

25 v

v

U(Br) DB 0

Source-Substrat-Durchbruchspannung

bei UGB = 0, IS = 10 nA, ID = 03 25 v

[ A%

U(er) sB 0

Drain-Source-Reststrom
bei UGS = UBS ==5V, Ubs = 20 Vi IDs v
Source-Drain-Reststrom
bei UGD = UBD ==-5YV,
Gate~Substrat-Reststrom

bei UbB = USB =0, UGB =3 40 V: tIGB s

bei UDB = USB =0, UGB =1 15 Vs tIGB s

B

U

sp = 20 Vs I

SDV

0,1

E B

10
Abschniirspannung
fir Is = 1 pA bei UsB =0
und Upg = Ugg = Up ggt
Vorwidrtssteilheit
bei UDS =10V, USB = 0, ID =20 mA N
und £ = 1 kHz: i lyzlsl = 15 (2 10)  mS

=  0,1...2,0 v

DurchlaBwiderstand

beilnalm, USB=0

e

= 50 (5 70)
= 30 ($ 45)
= 25

= 15

und UGS = 5V

und UGS =10 V:
und UéS =15 Vs

und UGs =.25 V: r

ein

H

ein

¢ ]
3288 8

ein

L D DD

ein

Kapazitdten und Schaltzeiten: siehe nichste Seite

173



BSD 214
BSD 215

Kennwerte, Fortsetzung:

Kapazitéten

bei UDS =10V,

-

bei &

v = 25°C

= U s = -15 V und f = 1 MHz:

Ugs = Up

0991}7 Eingangskapazitdt: C118
o clls = cgs+c¢d+cgb
l B :_rcb:B Ausgangskapazitéts 0228
< Xec.. Ca24 = Cga*Cha
G S Riickwirkungs-
C kapazitdts c
gbII 12s
S
Cgsir Cl2s = cgd
Schaltzeiten
bei Ubat bs = 10 V, RD =630 Q + 50 Q und BL = 50 Q:
Einschaltzeit: ein
Ausschaltzeit: aus
920%
Eingang
U 500 0,1 uF
bat Uo 10%
6300 t,
ein
U.
1 0%
500
Ausgang

7287823

0%

= 2,3 pF
= 1,9 pF
= 0,6 pF
= 1 ns
= 5 ns
}-o0%

10%
i

t

aus
0%
10%

72870828



SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXTAL - TRANSISTOREN

~fiir Verstidrker- und Schalter-Anwendungen,

Komplementdrtypen zu BSP 19/20

Mechanische Daten:

BSP 15
BSP 16

Gehduse: Kunststoff, 6.7
S0T-223 0.32 6.3
0.24
Stempel: ~ *— g; "
BSP 15: BT1 /r
BSP 16: BT2 c 4
MaBangaben in mm.
0.10 1
0.02
Draufsicht 37 73
33 67
160 £__ B C E l
"“XK___ 139 — —
1 m: i 3
° V i T
170,[\..18° 05 0.80
“max 0,86 3l 060~
7225065 V2, 4.6]
Kurzdaten: BSP 15 BSP 16
Kollektor-Sperrspannung —UCB o = max. 200 350 vV
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = max. 200 300 vV
Kollektor-Gleichstrom -IC = max. 1 A
Gesamtverlustleistung bei eU g 25°¢ tot = max. 1,5 w
Sperrschichttemperatur sJ = max. 150 °c
Gleichstromverstirkung
bei -UCE =10 V, -IC = 50 mA B = 30...150 30...120
Transit-Frequenz >
bei ‘UCE =10 V, -IC =10 mA fT = 15 MHz

7.88
49

VAIVD



BSP 15
BSP 16

Absolute Grenzwerte:
Kollektor-Sperrspannund bei I, = 0: -UCB o = max.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: -UCE o = max.
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: -UEB o = max.
Kollektor-Gleichstrom: -IC = maXx.
Basisstrom: ~-I = max.
< o0 1 B
Gesamtverlustleistung bei SU = 25 C: ) Ptot = max.
Sperrschichttemperatur: SJ = max.
Lagerungstemperatur: &S = min.
$S = max.
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Rth v =
15
\\\
Pror max ™
(W)
1,0 AN
\\
N,
0.5
AN
\\
N
0
0 50 100 Jyl°0) 150

BSP 15

200
200

1) Transistor auf Epoxi-Leiterplatte von 40 mm x 40 mm x 1,5 mm
mit min. 6 cm? Kupferfliche fiir den Kollektoranschluf

7.88
50

1,0
0,5
1,5
150
-65
150

BSP 16

350
300

<

o X > >
(]

K/W



Kennwerte: bei S’ = 25%

Kollektor—Restslrom

bei IE = 0, —UCB =175 V:
bei IE =0, —UCB = 280 V:
Kollektor-Emitter-Reststrom
bei IB = 0, -UCE = 150 V:
. _ _ _ o .
bei IB =0, UCE = 250 V:
Emitter-Reststrom
bei IC = 0, -UEB =4 V:
bei IC = 0, —UEB =6 Vs

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
bei IB =0, —IC = 50 mA, L = 25 mH:
Kollektor-Emitter-Restspannung
bei -I, = 50 mA, -T, = 5 mA:

C B
Gleichstromverstidrkung
bei —UCE =10 vV, -IC = 50 mA:
Transit-Frequenz
bei -U., = 10 V, -IC = 10 mA
und f, = 30 MHz:
M
Kollektorkapazitat
bei -UCB =10V, IF =0, f =1 MHz:

“Tep o

“Iep o

“U(BRr) cE 0

—UCE sat

A HA

A A

([N I WA A

[[Avg

A

BSP 15
BSP 16

BSP 15 BSP 16

1

1
50

50
20

20

200 300

2,5 2,0

30...150 30...120

15

15

LA
LA

LA
pA

pA
LA

MHz

pF

7.88
51



SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL — TRANSTISTOREN

~ fiir Verstidrker- und Schalter-Anwendungen,

Komplementidrtypen zu BSP 15 /16

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff,

BSP 19
BSP 20

S0T-223 6.7
Stempel: ggg g?
BSP 19: AT1 ~ [+ 297"
BSP 20: AT2
MaBangaben in mm. C 4
0.10 1
0.02
Draufsicht 37 13
33 6.7
180 £ B c E 1
maxk._ 13° — —
1 th K]
. U]
170, J\ .} 1.06 0.80
“ma T T 0.85 ™ 23! 0.60™
77 25065 V2 {a.6]
Kurzdaten: BSP 19 BSP 20
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 400 300 vV
Kollektor-Emitter-Sperrspannung U.g o = max. 350 250 V
Kollektor-Gleichstrom IC = max. 1 A
Gesamtverlustleistung bei 3U é 25°¢ Ptot = max. 1,5 w
Sperrschichttemperatur sJ = max. 150 °c
Gleichstromverstidrkung >
bei UCE =10V, IC = 20 mA B 2 40
Transit-Frequenz >
c= 10 mA fT = 70 MHz

bei UCE =10V, I

7.88
53
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BSP 19
BSP 20

Absolute Grenzwerte: BSP_19
Kollektor-Sperrspannung, bei Ig = 0: UCB o = max. 400
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: UCE o = max. 350
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. 5
Kollektor-Gleichstrom: IC = max. 1,0
Basisstrom: IB = max. 0,5
Gesamtverlustleistung bei SU = 2500: 1) Ptot = max. 1,5
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 150
Lagerungstemperatur: &s = min. -65
= . 15
SS max 0

Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Rin U= 83,3

1,5 Y

N
P?of max ™
(W)
1.0 N
N
AN
N
05
\\
IN
N
00 50 100 Jyl°0) 150

) Transistor auf Epoxi-Leiterplatte von 40 mm x 40 mm x 1,5 mm
mit min. 6 cm? Kupferfldche fiir den Kollektoranschlu}

7.88

BSP_20
300 Vv
250 Vv

v
A
A
W
°c
°c
[
K/W



o

Kennwerte: bei 3J =25C
Kollektor-Restsfrom bei IE =0, UCB = 300 V:
Emitter-Reststrom bei IC = 0, UEB =5 V:
Kollektor-Emitter-Restspannung

bei I, = 50 mA, Ip = 4 mA:
Basisspannung

bei IC = 50 mA, IB = 4 mA:
Gleichstromverstiarkung

beilye = 10 V, T, = 20 mA:
Transit-Frequenz

bei UCE =10V, IC = 10 mA, fM = 5 MHz:
Kollektorkapazitidt

bei UCB =10V, IE =0, f =1 MHz:
Emitterkapazitédt

bei UEB =51V, IC =0, f =1 MHz:

CB O

EB O

CE sat

UBE sat

A A

A

v v (PN

[[PaN

([PaY

BSP 19
BSP 20

20

10

40

70

20

HA

MHz

pF

pF

7.88
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BSP 30

BSP 32
SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXTAL - TRANSTSTOREN
®  fiir Verstirker- und Schalter-Anwendungen,
Komplementiértypen zu BSP 40/41/42/43
Mechanische Daten:
Gehduse: Kunststoff, 6.7
SOT-223 0.32 6.3
0.24 3.1
Stempel: "“//*~ 29
BSP 30: BR1
BSP 31: BR2 C 4
BSP 32: BR3
BSP 33: BR4
. 0.10 7
MaBangaben in mm. 0.02
Draufsicht 37 1.3
33 6.7
16° B c E l
max‘i 13° — —
1.70 |\,‘d° 105_| | | 080_||
~max mX o™ @_J 0
72 25065 V2 [4.6] .
Kurzdaten:’ BSP 30 BSP 31 BSP 32 BSP 33
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 70 70 90 90 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung —UCE o = max. 60 60 80 80 V
Kollektor-Gleichstrom —IC = max. 1,0 A
Gesamtverlustleistung Ptot = max. 1,5 w
Sperrschichttemperatur “&J = max. 150 °c
Gleichstromverstidrkung
X > 40 100 40 100
bei ~Upp =5V, -1, = 100 mA B < 120 300 120 300
Transit-Frequenz ' N
bei --UCE =10 V, —IC = 50 mA fT = 100 MHz

57 \JIMI



BSP 30

BSP 31
Absolute Grenzwerte: BSP 30 BSP 31 BSP 32 BSP 33
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: -UCB o = max. 70 70 90 90 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei IB = 03 —UCE o = max. 60 60 80 80 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: —UEB o = max. 5 v
Kollektor-Gleichstrom: —IC = max. 1,0 A
Basis-Gleichstroms —IB = max. 0,1 A
Gesamtverlustleistung bei Sug 25°C: P ., = max. 1,5 W 1)
Sperrschichttemperatur: 9 = max. 150 °
Lagerungstemperatur: SS = min. -65 °
9 = max. 150 °
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Ry . = 83,3 K/W 1)
15
\\\
P tot max ™
(W)
10 AN
\\
N
0.5
\\\
N
\\
\\
0 0
0 50 100 3y(°0) 150

1) Transistor auf Epoxi-Leiterplatte von 40 mm x 40 mm x 1,5 mm
mit min. 6 cm? Kupferfldche fiir den KollektoranschluB

7.88
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Eennwertes

bei SU = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom

bei IE =0, -UCB 60 V:
bei IE = 0, ;UCB =60V
und eJ = 150 °C:

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

bei UBE = 0, -IC = 10 pA:

bei IB = 0, —IC = 10 mA:

Emitter-Durchbruchspannung
bei IC = 0, -IE = 10 pA:

Kollektor-Emitter-Restspannung
bei —IC = 150 mA, -IB = 15 mA:

bei -I, = 500 mA, -TI_ = 50 mA:

C B

Basisspannung

bei -IC = 150 mA, -IB = 15 mA:

bei -IC = 500 mA, I = 50 mA:
Gleichstromverstiarkung

bei —UCE =51V, -IC = 100 pA:

bei ~Uyp = 5V, -I, = 100 mA:

bei -UCE =51V, -IC = 500 mA:

Transit-Frequenz
bei —UCE =10 V, -IC = 50 mA
und f = 35 MHz:

M
Kollektorkapazitédt
bl e o ¥ T
Emitterkapazitédt
bei _UEB = 0,5V, IC =0

und f = 1 MHz:

Schaltzeiten siehe ndchste Seite

“U(Br) CE S
“U(BR) CE 0

'U(BR)EB 0

“Uce
“Uce

“Ugg
~Ugg

sat

sat

sat

sat

[N

A

v v

v v AV v A NI A A

1PN

[N

BSP 30

BSP 31
BSP 32
BSP 33
BSP 30 BSP 31 BSP 32 BSP 33
100 nA
50 pA
70 70 90 90 Vv
60 60 80 80 V
5 v
0,25 A
0,5 \
1,0 \
1,2
10 30 10 30
40 100 40 100
120 300 120 300
30 50 30 50
100 MHz
20 pF
120 pF
7.88
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BSP 30

BSP 31
BSP 32
Kennwerte, Fortsetzung:
Schaltzeiten
bei -I.y = (1’00 mA, -Ipy = +I,, = 5 mA ' . ‘
und 9U = 25C: Einschaltzeit: tein ?
Ausschaltzeit: taus =
—O +5V
2oV Impulsgenerator
"(.ﬂ[] 20002 t = 10 us
Po¢
t = 15 ns
g
tf = 15 ns
1k}
Z = 50 Q

v | I ° illesk
U, 500 BAWS: 0szilloskop
= t 15 ns

v A

o ‘ —0
.L 72663294 i

7.88
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650 ns



SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN
«fiir Verstirker- und Schalter-Anwendungen,
Komplementirtypen zu BSP 30/31/32/33

Mechanische Daten:

Geh&duse: Kunststoff,
S0T-223

BSP 40
BSP 41
BSP 42
BSP 43

8.7
Stempel: :6):1’
BSP 40: AR1 [*— 297
BSP 41: AR2
BSP 42: AR3 4
BSP 43: AR4 ¢
MaBangaben in mm.
0.10
0.02
Draufsicht 37 7.3
33 6.7
160 £_ B C . E 1
max 130 — —_
Ll
1
100 | i '
1.06 0.80
max .GSJ l:@-—l O.GO_J
7725065 V2. [4.6]
Kurzdaten: BSP 40 BSP 41 BSP 42 BSP 43
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 70 70 90 90 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 60 60 80 80 Vv
Kollektor-Gleichstrom IC = max. 1,0 A
Gesamtverlustleistung Pio¢ = max. 1,5 W
Sperrschichttemperatur 3J = max. 150 °c
Gleichstromverstiéirkung
X = n > 40 100 40 100
bei Ugg = 5V, Ip = 100 mA B < 120 300 120 300
Transit-Frequenz >
bei UCE =10V, IC = 50 mA f,l, = 100 MHz

7.88
61
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BSP 40

BSP 40 BSP 41 BSP 42 BSP 43

Absolute Grenzwerte:
Kollektor—Sperrspannun£ bei IE = 0: UCB o = max. 70 70
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei IB = 0: UCE o = max. 60 60
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max.
Kollektor-Gleichstrom: Ic = max.
Basis-Gleichstrom: IB = max.
. .  ,e0..1
Gesamtverlustleistung bei SUH_25 C:7) Ptot = max.
Sperrschichttemperatur: %J = max.
Lagerungstemperatur: SS = min.
SS = max.
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung:l) Rth U=
15 AN
N
PIeI’ max a
(W)
1,0 AN
\\
A
05
\\\
\\\
N
N
0
0 50 100 Jy (0 150

1,0
0,1
1,5
150
-65
150

83,3

1) Transistor auf Epoxi-Leiterplatte von 40 mm x 40 mm x 1,5 mm
mit wmin. 6 cm? Kupferfliche fiir den Kollektoranschluf

7.88
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Kennwerte:
bei 8, = 25°¢c, sgfern nicht anders a
Kollektor-Reststrom
bei IE = 0, UCB = 60 Vs
bei IE = 0, UbB =60V
und 3J = 150°C:
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
bei UBE =0, IC = 10 pA:
bei IB =0, IC = 10 mA:

Emitter-Durchbruchspannung

bei IC = 0, IE = 10 uA:

Ko1lektor-Emitter-Restspannung

bei IC = 150 mA, IB = 15 mA:

bei IC = 500 mA, IB = 50 mA:
Basisspannung

bei IC = 150 mA, IB = 15 mA:

bei IC = 500 mA, IB = 50 mA:
Gleichstromverstidrkung

bei UCE =5V, IC = 100 pA:

bei UCE =51V, IC = 100 mA:

bei UCE =51V, IC = 500'mA:
Transit-Frequenz

bei U, =10V, IC = 50 mA

und fM = 35 MHz:
Kollektorkapazitdt

bei UCB =10V, IE =0

und f = 1 MHz:
Emitterkapazitdt

bei UEB = 0,5V, IC =0

und f = 1 MHz:

Schaltzeiten

siehe ndchste Seite

ngegeben
<
Iep o =
<
Iep o =
>
U(}m) CE s;
U(BR) CE 0~
>
U(BR)EB 0~
<
UCE sat :
UCE sat =
<
UBE sat 2
UpE sat =
B 2
B :
B 2
w2
c, <
c s

BSP 40
BSP 41
BSP 42
BSP 43

BSP 40 BSP 41 BSP 42 BSP 43

100

50
70 70
60 60

5

0,25

0,5

1,0

1,2
10 30
40 100
120 300
30 50

100

12

90

90
80

10

40
120

30

nA

LA

90 V
80 V

30

100
300

50

MHz

pF

pF

7.88
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BSP 40

BSP 41
BSP 42
Kennwerte, Fortsetzung:
Schaltzeiten
bei I, = 120 mA, Ipy = -Ip =5 mA ‘
und & = 25 C: Einschaltzeit: t . = 250 ns
U ein
Ausschaltzeit: = 1000 ns
aus
Impulsgenerator
t = 10
1 ke
t = 15 ns
Fog
tf = 15 ns
Z = 5
g 0 Q
0szilloskop
_— t § 15 ns
SN
{ Z; & 100 ko
l 72826000

7.88
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BSP 50

SILIZIUM - NPN - PLANAR - DARLINGTON - TRANSISTOREN
- fur Schalteranwendungen,
Komplementértypen zu BSP 60 /61 /62 _ c
B
Mechanische Daten: —E-
Gehduse: Kunststoff,
S0T-223 VF 7400971
Stempel: 6.7
3 6.3
BSP 50: AS1 8:2,3 a1
BSP 51: AS2 - — 2"
BSP 52: AS3 //‘
MaBangaben in mm. c 4
__0.10 T
0.02
Draufsicht 37 173
33 6.7
16° B c E l
mcxk )130 — pr—
[
' . ,
1 2 | 3
]
o ¥ M '
1.70 \,‘d 1.0 0.80
“max— T 0867 23~ g0~
717 25065 V2 4.6}
Kurzdaten: BSP 50 BSP 51 BSP 52
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 60 80 90 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE g = mex. 45 60 80 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 1,5 A
Gesamtverlustleistung bei eUé 25°%C P, . = max. 1,5 Ul
Sperrschichttemperatur SJ = max. *150 °c
Gleichstromverstirkung >
bei Usp = 10 V, I, = 0,15 A B £ 1000
. 2
bei UCE =10V, Ic = 0,5 A B = 2000
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei Ic = 0,5 A, IB = 0,5 mA UCE sat = 1,3 v
7.88
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BSP 50
BSP 51
BSP 52

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 85 max) BSP 50 BSP 51 BSP 52
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 60 80 90 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung: ) UCE R = max. 45 60 80 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. ‘5 i 5‘ v
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Ay = mex. 0,5 WA
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. 1,5 A
Basisstrom: IB = max. 0,1 A
Gesamtverlustleistung bei SI’§2SOC: 2) Ptot = max. 1,5 W
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 150 °
Lagerungstemperatur: SS = min. -65 °
0
es = max. 150
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 2) Rth U é 83,3 K/W
15 ~
N
Prul max N
(W)
™
10
N
N
\\
05
\\
N
\\
N
0
0 50 100 JyteQ) 150

1 |
) vel. R fiir thermische Stabilitiit

BE max

2) Transistor auf Epoxi-Leiterplatte von 40 mm x 40 mm x 1,5 mm
mit min. 6 cm? Kupferfldche fiir den KollektoranschluB

7.88
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BSP 50

Kennwerte: bei sJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Emitter-Reststrom <
bei Upp = 05 Uop = Ueg R max’ Ices = 10 A
Emitter-Reststrom <
bei IC = 0, UEB =4 V: IEB 0 = 10 uA
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei I, = 0,5 4, I = 0,5 mA: , UCE sat : 1, v
bei IC = 0,5 A, IB = 0,5 ma, SJ = 150 C: UCE sat = 1, v
Basisspannung <
bei IC = 0,5 A, IB = 0,5 mA: UBE sat = 1,9 v
Gleichstromverstirkung >
bei UCE =10 V, IC = 0,15 A: B = 1000
R 2
bei UCE =10 V, IC = 0,5 A: B = 2000
Schaltzeiten
bei ICX = 0,5 A, IBX = -IBY = 0,5 mA:
Einschaltzeit: t . = 0, us
ein
Ausschaltzeit: taus = 1,5 us
— 1 —o+10V
18Q
—O
T T T A g0%
Eingang -
10%
Ausgang
90°%%.
VF 7103091 - ——
— e ¢
VF 740099 avs
7.88
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BSP 50

BSP 51
BSP 52
- 7267585.3
104
3 = 25%
Jd - Z
4
A1 N
B yaw.4
vy Vv
U, = 10 v| /] 3v
CE /
103 /
V4 Y
4
/1
yaw,
a4
V.
102 /
10-2 101 1
lc(A)
100 VE73933 107 vZ 739768
\ .
Rge
A AN Maximalwert von Rge | |
() filr thermische Stabilitat
UCE’ 5V
IM =35MHz
{ N
P
/
% N \
10 V4 108 A\
I AN
N\ A
| N\
x N\
| N
' N
N
17 - 105
0 0 g (may 1000 0 50 100 %(C) 150
7.88

68



BSP 60

BSP 61
SILIZIUM - PNP - PLANAR - DARLINGTON - TRANSISTOREN
fiir Schalteranwendungen,
Komplementértypen zu BSP 50 / 51 / 52 c
B
Mechanische Daten:
Geh#duse: Kunststoff, E
S0T-223
Stempel: VF 740098.1
BSP 60: BS1 0.32 &7
BSP 61: BS2 0.24 3.1
BSP 62: BS3 7/\ F— 20—
MaBangaben in mm.
Cc 4
010 ?
0.02
Draufsicht 37 7.3
33 6.7
16° B c E J
m.xk L 130 — —
X f
1 ilz il
Luo \,‘6° 105 | | 0s0_] |
max™ T 0,86 23 0.60
7725065 V2 [4.6]
Kurzdaten: BSP 60 BSP 61 BSP 62
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 60 80 90 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE g = max. 45 60 80 V
Kollektorstrom, Scheitelwert -IC M = max. 1,5 A
Gesamtverlustleistung bei sué 25°% P, = max. 1,5 W
Sperrschichttemperatur &J = max. 150 °c
Gleichstromverstarkung 3
bei —UCE =10 V, -Ic = 0,15 A B E 1000
. _ _ 2
bei -Uyp = 10 V, -I, = 0,5 A B z 2000
Kollektor-Emitter—Restspannung <
bei -I, = 0,5 4, -Iy = 0,5 mA “Uop sat = 1,3 v
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BSP 60
BSP 61
BSP 62

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 6J max BSP 60 BSP 61 BSP 62
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: —UCB o = max. 60 80 90 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung: 1) —UCE R = max. 45 60 80 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0 —UEB o = max. 5 ‘E 5‘ v
Kollektorstrom, Mittelwert: -Ic Ay = max. 0,5 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: -IC M = max. 1,5 A
Basisstrom: —IB = max. 0,1 A
Gesamtverlustleistung bei SUé 25°Cs 2) Ptot = max. 1,5 W
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: 35 = min. ~65 °c
8 = max. 150 °c
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 2) Rth U < 83,3 K/W
15
\\\
phl max ™
(W)
N
1,0 N
NG
AN
~
0.5
N
\\
N
0
0 S0 100 Jy(e0 150
1) vel. Rpp .., flir thermische Stabilitit

2) Transistor auf Epoxi-Leiterplatte von 40 mm x 40 mm x 1,5 mm
mit min. 6 cm? Eupferflédche fiir den KollektoranschluB
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BSP 60

Kennwerte: bei &J = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Emitter>Reststrom <
bei Upp = 0y ~Uog = ~Uck R max’ Tegs = 10 pA
Emitter-Reststrom <
bei I, = 0, —UEB =4V “Tgpo = 10 pA
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei —IC = 0,5 A, —IB = 0,5 mA: . -UCE sat : 1,3 Vv
bei -IC = 0,5 A, -IB = 0,5 mA, SJ = 150 C: -UCE sat = 1,3 Vv
Basisspannung <
bei —IC = 0,5 A, —IB = 0,5 mA: —UBE sat = 1,9 v
Gleichstromverstédrkung ) N
bei -UCE =10 V, —IC = 0,15 A: B = 1000
. >
bei -UCE =10 vV, -IC = ?,5 A: = 2000
Schaltzeiten
bei -ICX = 0,5 A, —IBx = +IBY = 0,5 mA:
Einschaltzeit: tein = 0,4 us
Ausschaltzeit: t = 1,5 ps
aus
+2,2V —{___}—o-10V
18Q
| I y————o0
.38V B
——ISuSI-— A 10%
- I Eingang S
wF b 4 —_———
Ausgang
—— VF 7103101 -
—»{ tein
VF 740100
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BSP 60

BSP 61
BSP 62
- 7267585.3P
104 o
3_ = 25%
J V.4
y. N
B ,/ //
(.
-U.. =10v|Af] ﬁ v
CE /1
103 /
’,
V4
/
//
a4
y.
102 /
—2 —1
10 10 -lc(A)
100 :m 107 VZ 739768
o \ -
Ree[]
[ J AN Maximalwert von Rge | |
Q) fur thermische Stabilitéit
Ueg = 5V
£\ =35MHz
-
rd N\
V1
pa A \
10 108 N\
X
L N
AN
\\
N
N
Bl ‘\
1 - 105
0 0 o(may 1000 0 50 100 9 (C) 150
7.88
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